5. el6adas

Végfokozatok: a fogyasztot (Ry) (terhelést) taplaljak.
Vizsgalni fogjuk: kivezérelhetdség, hatasfok, teljesitmény

Legyen:
e Dbipolaris kimenet +- polaritasu fesziiltség a terhelésen (fogyaszton)
o vezérlés nélkil uki=0,
e szimmetrikus kivezérelhetdség - egyforma mértékben lehessen a pozitiv és a negativ
tartomanyban kivezérelni (ugyanakkora — és + kimend fesziiltség 1éphessen fol)
e o hatasfok

Elso analizalandé aramkoriink:

+U,
Aszimmetrikus, terhelés fliggd
kivezérelhetdség. =
Rossz hatasfok
Re Ry
(Részleteiben nem vizsgaljuk)
'Ut

Elleniitemii végfokozat:

llo

Szimmetrikus, terhelés fliggetlen
kivezérelhetdség. Jobb hatasfok.

T1 nyit, T2 zar: Uk nd
Ty zar, T2 nyit: Uk csokken
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Elleniitemii végfokozat fajtai:
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Bipolaris tranzisztoros (BJT) végfokozat: ,,A” osztalyu miikodés

(FET-es végfokozatok hasonldan targyalhatok, a maradék fesziiltség kivételével)

T1-T2 n-p-n, p-n-p komplementer par.

»A” osztalyl miikddés:
IE01 = IEoz = IEo #0
A tranzisztorok vezérlése:

i, (t) = 1o +ic(t)
iEZ(t): _ie(t)

Vezérlés nélkiil ( ie(t)=0) a terhelésen
nem folyik &ram — uk=0.

IEO
IEO

A terhelés drama:

i =g g, = (Igo +1.)— (Igo — i, ) = 2i,
Az A osztalyl miikodés feltétele:

I, <1z, (Akimend dram korlatja)

U, <U,-U_

U, <2, R, =2IR,

emax

Uiimex = min{U;,U,;} (Fesz. korlat)

Ut-Um
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-

(Ut-Up)

Optimalis munkaponti aram: U,-U_ =2I,R; =U

u,-u,
2R,

EOopt =

A telepbdl felvett teljesitmény:

+Ut
A=1 j,f\
e Y A osztalyu:
ie1=lgote
Komplementer
pdl” iEZZ|Eo-ie
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kimax

Ikimax = 2IOopt
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P, P,+P,=U,i +U,i, =U Il +U 1l =2U 1, :allandd, fiiggetlen a jeltdl

telep =

A Kkimené teljesitmény: (szinuszos kimend jel esetén)

1U2imax 1
I:)kimax = 't max :E |;f _Elkzimafo
A telep hatasfok:

1 2 1 2

SR Z(21,)R
P kimax ' f 0 f I.R

77t: fmax:2 :2 = 0 le 1—U_m SSO% (Umﬁo)

P max 2U.1, U1, U, 2 U,

Egy tranzisztor disszipacios teljesitménye:

U -U uﬁ( U J
Py, =Ul=U L —m==>tjj_>m
D1t t"EO t 2Rf 2 Rf

Disszipacids ,,hatasfok” , viszony:

2 2
1{@%]
P 2R U
_ fmax _ f t :( _LlJJ_mJ <100% (Um _>O)
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Bipolaris, komplementer végfokozat: ,,B” osztalyti miikodés

A miukodést két fél periodusra bontjuk:
e azegyik fél periddusban: Ty nyit, T, zar
e a masik fél periddusban: Ty zar, T, nyit

- J
IE1

B osztdly I +U,
— “e \ 4 ¢ t A=1 5
I EO—O ‘ > T
leor= leor=0 ~ RN B osztalyii:
E01= leo2= _ =
ie2 1 . leo1=0
/ Komplementer '€y 2ie
e t par ie2 le2=0
|EO:O - >
Rs

llo

Ukimax _Ut_Um
1U2imax 1
I:)kimax f max _E |;f :Elkzimafo
2
u? U
meax _l_t 1-—+
2R, U,

. . (2
A telepbél felvett teljesitmény: i (t)=1, sm(?ﬂtj esetén

2 T/2
17¢ 2 I COS(TEJ | |
- - . T f f f
P,=U.l i.,=— |Il,sin| —t|dt=—| ———% =—[[1+1f=—
toTrE B T-([f (Tj T 27T 27z[ ] T
0
2
PR =P +P,=2P, =—U,
T
2 2U2 U,
P2telepmax =_Ut|fmax =__t{1__J
V4 7 R U,
A telep hatasfok:
P U
Mo = —m2 - =Z11-Zn | <78% (U, —0)
I:)Ztelepmao< 4 Ut
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Egy tranzisztor disszipacios teljesitménye:

Pou1)=3 R0 )P ()= 3 20, S 17, |

T

Sz¢1s6 érteke vanaz |, =1,, értéknél:
dPg,,
D1tr(f):1(gut_|fRfj:O — IfZIMZE&
dl, 2\ 7 R;

1|2
PDltrmax = PDltr(IM )ZE ;Ut - fa A

Disszipacios (hatasfok) viszony:

2 2
100 _Un
meax 2Rf Ut 772[
2 =75

77D:P =

D1tr max t

Munkaegyenes B osztalyban: Up : maradék fesziiltség

A ic

Ut'Um
Rt

ﬂ Use

. -1/R¢
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\
\

2
1—3—“1} <500% (U, —0)

Uce

Y
Um Ut

2Ut-Un
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Hiités
Hoémérsékleti — villamos analogia
homérséklet — fesziiltség

dissuipacio teljesitmény — aram
héellenallas — ellenallas

Tranzisztor és a kornyezet hétechnikai kapcsolata:

) Disszipdcids .
Junction Rinsc teljesitmény Case Rinca Ambient
@ L o -
Szilicium Héellendllas a Tokozas Hdéellenallas a Kornyezet
lapka lapka és a tokozds hémérséklete tokozds és a hémeérséklete
hémeérséklete kozott kornyezet kozott
hiitoborda
TJ = TA + PD RthCA + PD RthJC
T, -T,-P,R . i
Rica =— AP D_C Ez a hdellenallas jellemzi a valasztando hiitébordat.
D

Pé¢lda a munkapont beéllitasra:

T1, T2 komplementer tranzisztorok (minden paraméterben
egyez0 transzitorok, csak polarizacioban ellentétesek — npn
pnp). Az UBEO, UEBO egyforma munkapont beéllitd
fesziiltséget a T3 tranzisztor, mint fesziiltségforras allitja eld.
R1 ellenallason UEBO fesziiltség esik, rajta UEBO/R1 dram
folyik. T3 bazisaramat elhanyagolva ugyanez az dram folyik
R3 ellenéllason. Az UBB fesziiltség tehat R2(UEBO/R1).
Ezzel a fesziiltséggel a két tranzisztor munkaponti arama
beallithato. A kondenzator valtdaramutilag a T3 kollektor-
emitterét rovidre zarja, azon fesziiltség valtozas nincs. A
tovabbiakban a megfeleld munkapontot beallitottnak vessziik.




